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[57]申請專利範圍
1.　一種用於二倍供應電壓共容之低漏電靜電放電防護電路，包括：一基底驅動器，具有一
第一電晶體及一第二電晶體串聯連接，並連接至二倍供應電壓及一觸發節點之間；一第

三電晶體，連接至該觸發節點；一啟動電路，具有一第四電晶體及一第五電晶體，以二

極體形式連接，並連接至該第二電晶體及該第三電晶體；一 RC電路，具有一第一電
阻、一第六電晶體及一第七電晶體串聯連接，並連接至二倍供應電壓及該第三電晶體；

及一第二電阻，連接至一倍供應電壓及該 RC電路。
2.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，另包括一靜電放電箝制電路，連接至該觸發節
點，該靜電放電箝制電路係為 P型基底觸發之矽控整流器，具有交互耦合之 n-p-n電晶
體及 p-n-p電晶體。

3.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，其中該第一電晶體及該第二電晶體為 PMOS電
晶體，該第三電晶體為 NMOS電晶體，該第四電晶體及該第五電晶體為 PMOS電晶體。

4.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，另包括一第一連接點，連接該第一電阻及該第
一電晶體之閘極。

5.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，另包括一第二連接點，連接該第二電阻、該第
二電晶體之閘極、該第三電晶體之閘極、該第五電晶體之閘極及該第七電晶體之間極。

6.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，另包括一第三連接點，連接該第六電晶體之閘
極、第七電晶體之基底及該第四電晶體。
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7.　如請求項 1之低漏電靜電放電防護電路，另包括一第四連接點，連接該第四電晶體及該
第五電晶體。

圖式簡單說明

圖 1顯示習知具有W/L為 5μm/5μm及 10μm/10μm之 65-nm及 90-nm CMOS製程之
CMOS電容之模擬總閘極電流示意圖；
圖 2顯示習知技術用於混合電壓輸入/輸出緩衝器之二倍容忍 VDD之靜電放電箝制電路示

意圖；

圖 3顯示本發明用於二倍供應電壓共容之低漏電靜電放電防護電路之電路示意圖；
圖 4顯示在正常啟動之暫態期間在靜電放電偵測電路中所有連接點之 Hspice模擬電壓波

形圖；及

圖 5顯示在靜電放電暫態期間在靜電放電偵測電路中所有連接點之模擬電壓及基底觸發
電流波形圖。
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